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１．概要（Summary） 

接合技術を活用した LSI と MEMS など異種要素の

一体集積化技術は，MEMS や LSI の付加価値向上に

有効である。めっき金バンプの平坦化接合による電気

接続と気密パッケージング技術を確立し，LSI 集積化

加速度センサ，およびフレキの裏面に実装可能な新し

い LSI 集積化触覚センサの検討を行い、本技術切削工

程は多様多種のセンサに横展開できることを明らか

にした。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

サーフェースプレーナー 
Suss ウェハ接合装置（SUSS SB-6e） 

【実験方法】 
新しい集積化触覚センサに関して，LSI 上にめっき

法によるリング形状の金バンプを形成し，サーフェー

スプレーナーを用いて切削，平坦化後に，SOI 基板と

接合し，SOI 基板のハンドル層, BOX 層を除去して薄

いダイアフラムを形成した。ダイアフラムに貫通配線

（TSV）を形成して，フレキ基板に接合した（図１）。 
同様に，集積化加速度センサに関して，LSI-SOI-

ガラスの 3 層構成による，低圧封止と可動体に試作を

行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
新しい集積化触覚センサに関して，従来構造とは逆

に薄いダイアフラム側から貫通配線（TSV）を取るこ

とができるため，TSV サイズを縮小でき，製造歩留り

も大きく改善した。 

 

 
Figure 1 Process flow 
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